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ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

МИКРО- И НАНОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ

10 – 13 ДЕКАБРЯ 2008 Г.

Новосибирский государственный технический университет

ПРОГРАММА 

 первый день
10 декабря

Конференц-зал НГТУ (1-й корп., 2-й эт.)

8.30 –9.00 
Прибытие и регистрация участников

9.00 – 9.15
Открытие школы-семинара. Докладчик – к.т.н., доц. А.В. Гридчин, НГТУ, Новосибирск.

9.15 – 9.25
Дискуссия по докладу.

9.25 – 9.55
Доклад «Развитие высокотемпературных MEMS». Докладчик – д.т.н., проф. В.А. Гридчин, НГТУ, Новосибирск.

9.55 – 10.05
Дискуссия по докладу.

10.05 – 10.25
Доклад «Полупроводниковые нанопроволочные сенсоры». Докладчик – чл.-корр. РАН, И.Г. Неизвестный, ИФП СО РАН, Новосибирск.
10.25 – 10.35
Дискуссия по докладу.

10.35 – 10.50
Перерыв на кофе.

10.50 – 11.20
Доклад «Тонкоплёночные микроструктуры на основе PbSbTe:In как сенсоры инфракрасного и терагерцового излучения». Докладчик – В.Н. Шумский, д.ф.-м.н., проф., ИФП СО РАН, Новосибирск.
11.20 – 11.30 Дискуссия по докладу.

11.30 – 12.00
Доклад «Фундаментальные проблемы функционирования многоэлементных ПЗИ – фотоприёмников на основе узкозонных полупроводников». Докладчик – д.ф.-м.н., проф. Б.Г. Вайнер, ИФП СО РАН, Новосибирск. 
12.00 – 12.10
Дискуссия по докладу.

12.10 – 12.40
Доклад «Анизотропия гальваномагнитных явлений в эпитаксиальных плёнках многоэлементных ПЗИ – фотоприёмников». Докладчик – д.ф.-м.н., проф. А.Э. Климов, ИФП СО РАН, Новосибирск

12.40 – 12.50
Дискуссия по докладу.

12.50 – 13.50
Обед.

13.50 – 14.20
Доклад «Тепловизионная микроскопия. Применение для диагностики микроэлектронных приборов». Докладчик – д.ф.-м..н., проф. Г.Л. Курышев, ИФП СО РАН, Новосибирск.
14.20 – 14.30
 Дискуссия по докладу.

14.30 – 15.00
Доклад «Тепловые микросенсоры: классификация, конструкция, применение». Докладчик – А.Г. Козлов, Омский филиал ИФП СО РАН, Омск.
15.00 – 15.10
Дискуссия по докладу.

15.10 – 15.40
Доклад «Применение углеродных нанотрубок для газовых микросенсоров». Докладчик – д.ф.-м.н., проф. В.В. Болотов, Омский филиал ИФП СО РАН, Омск.
15.40 – 15.50
Дискуссия по докладу.

15.50 – 16.05
Перерыв на кофе.

16.05 – 16.35
Доклад «Применение микромеханических полосковых волноводов в оптоэлектронике». Докладчик – проф. В.В. Чесноков, СГГА, Новосибирск.
16.35 – 16.45
Дискуссия по докладу.

16.45 – 17.15
Доклад «Применение наноразмерных слоёв элементоогранических соединений в микромеханике». Докладчик – Д.В. Чесноков, СГГА. Новосибирск
17.15 – 17.25
Дискуссия по докладу.

17.30 – 18.00
Coffee party.

второй день

11 декабря

Конференц-зал НГТУ (1-й корп., 2-й эт.)

9.00 – 9.30
Доклад «In situ исследование атомных процессов при формировании наноструктур на поверхности кремния». Докладчик – н.с. С.С. Косолобов, ИФП СО РАН, Новосибирск.

9.30 – 9.40
Дискуссия по докладу.

9.40 – 9.55
Доклад «Зависимость реакционной способности слоев диоксида кремния от характера Si-O-Si связывания». Докладчик –  Н. В. Ситников, НГУ, Новосибирск.

9.55 – 10.05
Дискуссия по докладу.

10.05 – 10.20
Доклад «Исследование особенностей роста кремниевых нановискеров методом Монте-Карло моделирования». Докладчик – А.Г. Настовьяк, ИФП СО РАН, Новосибирск.
10.20 – 10.30
Дискуссия по докладу.

10.30 – 10.45
Перерыв на кофе.

10.45 – 11.00
Доклад «Датчик ёмкостного типа для измерения диэлектрической проницаемости жидкости на основе нанопористого диэлектрика». Докладчик – М.А. Паращенко, НГТУ, Новосибирск.
11.00 – 11.10 Дискуссия по докладу.

11.10 – 11.25
Доклад «Микро- и нанотрубчатые сенсоры и актюаторы для газовой динамики». Докладчик – В.А. Селезнев, ИФП СО РАН, Новосибирск.
11.25 – 11.35
Дискуссия по докладу.

11.35 – 11.50
Доклад «Резонансное обратное рассеяние и ОМС в субмикронном квантовом кольцевом   интерферометре». Докладчик – Д.В. Номоконов, ИФП СО РАН, Новосибирск

11.50 – 12.00
Дискуссия по докладу.

12.00 – 13.00
Обед.

13.00 – 13.15
Доклад «Conductivity of fullerite under axial mechanical stress». Докладчик – А.С. Бердинский, к.т.н., доц., НГТУ, Новосибирск.

13.15 – 13.25
 Дискуссия по докладу.

13.25 – 13.40
 Доклад «Исследование рабочих параметров микромеханических устройств c электромагнитным управлением». Докладчик – В.С. Корнеев, ст. преп., СГГА, Новосибирск.

13.40 – 13.50
Дискуссия по докладу.

13.50 – 14.05
Доклад «Mathematical modeling of pulse annealing». Докладчик – Д.О. Кузнецов, НГТУ, Новосибирск.

14.05 – 14.15
Дискуссия по докладу.

14.15 – 14.30
Перерыв на кофе.

14.30 – 14.45
Доклад «Extraction of Parametric MEMS Model Based on Higher Order Derivatives Method». Докладчик – В.А. Колчужин, TU Chemnitz, Chemnitz, Germany.

14.45 – 14.55
Дискуссия по докладу.
14.55 – 15.10
Доклад «Test-structures for wafer level microsystems characterization». Докладчик – А.В. Шапорин, TU Chemnitz, Chemnitz, Germany.

15.10 – 15.20
Дискуссия по докладу.

15.20 – 15.35
Доклад «Fundamental risks and problems of micro- nanotechnologies». Докладчик – B. Kafle, Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Gujarat, India.
15.35 – 15.45 
Дискуссия по докладу.
15.45 – 16.15
Coffee party.
16.15 – 17.00
Заключительное слово. Докладчик – д.т.н., проф. В.А. Гридчин, НГТУ, Новосибирск. 

17.00
Закрытие школы-семинара. Награждение докладчиков. 
